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【はじめに】 NiO は 4.0 eV の禁制帯幅[1]をもつ、p 型透明酸化物半導体の一つである。我々はこれま

で、RF スパッタ法により堆積した NiO を用いて透明太陽電池[1]や透明ガスセンサ[2]の試作を行ってき

た。これらの半導体デバイスに透明な論理回路を組み合わせることで様々な機能を有する「インテリジェ

ントビニールハウス」を実現することが可能である。透明な論理回路のチャネル層には、n 型・p 型半導

体の両方を用いた透明 TFT が必要であるが、透明 TFT に p 型透明酸化物半導体をスパッタ堆積して

用いた報告例は少ない。我々は NiOTFT をボトムゲート構造で作製したとき、トップゲート構造で作製し

たときと比較して、リーク電流が 5 桁程大きくすることを報告した[3]。そこで本研究では、スパッタ法で堆

積した NiO を用いた透明 p 型 NiOTFT の実現に向け、構造やポストプロセスによる NiO/絶縁膜の界面

付近及び絶縁膜への影響を検討した。 

【実験方法】 簡便な RF スパッタ法を用いて NiO 薄膜を堆積した。SiO2 や Al2O3 等のゲート絶縁膜は

RF スパッタ法、EB 蒸着法により堆積した。これらを堆積後、O2 雰囲気で熱処理を行った。熱処理前後

で I-V、C-V、XPS、GD-OES 等を用いて NiO/絶縁膜界面付近の状態を評価した。最後に、透明 p 型

NiOTFT を試作した。 

【結果及び考察】 ボトムゲート構造の NiOTFT の深さ方向の Ni および Si 元素プロファイルを図 1(a)に

示す。RF スパッタ法で SiO2上に NiO を堆積すると、Ni が SiO2に 20 nm 程度拡散していることがわか

る。この Ni の SiO2 への拡散がトップゲート構造で作製した NiOTFT よりもボトムゲート構造で作製した

NiOTFT のゲート・リーク電流を大きくする[3]要因の 1 つとし

て考えられる。700 ○C 熱処理後におけるボトムゲート構造

のNiOTFTの深さ方向の元素プロファイルを図 1(b)に示す。

NiOTFT は熱処理を行うことで、スイッチング特性が向上す

る報告がある[4]。しかし、本実験ではゲート・リーク電流が増

大し、スイッチング特性は悪化した。これは、熱処理前後で

Ni の絶縁膜側への拡散が促進されるためと推測される。以

上より、Ni の絶縁膜への拡散を低減することが NiOTFT の

実現に必要であることを示唆した。ポストプロセス前後の

NiO/絶縁膜界面付近の状態及び試作した透明p型NiOTFT

については、当日報告する。 
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図 1. (a)熱処理前(b)700 ○C 熱処理後 

におけるボトムゲート型 NiOTFT

の深さ方向の元素プロファイル 
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